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Examen de Electrónica Avanzada 1
13/12/2019

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.
La prueba es sin material.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1 : (37 puntos)

Para el circuito de la Figura 1: 

a) Determine R1 y la máxima Rbias que aseguren poder suministrar la potencia requerida por la carga 
y una tensión de 2V  entre las bases de QN y QP. Despreciar V BE de los transistores para el cálculo 
de las potencias.

b) Determine la máxima eficiencia de la etapa de salida. ¿Para qué potencia PL se da?
c) Determine la máxima potencia que deben disipar los transistores QN y QP para cualquier potencia 

entregada entre 0W  y 4W . ¿Para qué potencia PL se da?
d) Determine la temperatura ambiente máxima a la cual puede operar el circuito.
e) Se coloca un disipador acoplado a ambos transistores a través de una resistencia térmica
RCS=0.5° C /W  (para cada transistor). ¿Qué resistencia térmica máxima deberá tener el disipador 
para que el circuito pueda funcionar a una temperatura ambiente máxima de T amb=50° C? Para 
modelar la interacción de ambos transistores sobre un mismo disipador se propone el 
esquema de la figura 2.

Datos:
V CC=−V EE=12V , RL=8Ω, PL≤ 4W , R2=330Ω
Q1 ,Q2 ,Q3 : V BE=1V  si IC>2mA , β≫1
QN ,QP : |V BEn|=|V EBp|=1V , β=30, T jmax=120 °C, R jcn=R jcp=2°C /W , Rcan=Rcap=60 °C /W
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Figura 1
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Problema 2 (37 ptos):

Considere el circuito de la Figura 1, donde RB = 5.6kΩ, RL = 100kΩ y VDD = −VSS = 10V.

a) Determine la corriente de polarización por todos los transistores si V1=V2=0V.
b) Calcule la ganancia Vout/(V1−V2) en banda pasante. 
c) ¿Cuál es el valor en modo común mínimo y máximo a la entrada que permite el funcionamiento 

de cada transistor sin entrar en zona lineal?
d) Suponiendo que las capacidades de overlap y las capacidades a sustrato son despreciables, y que 

las fuentes de tensión V1 y V2 tienen una resistencia de salida RS=20kΩ, calcule la frecuencia de
caída 3dB.

Para todos los transistores:
• Vtn=|Vtp|=1V
• βn=βp=1mA/V2.
• Largo de canal: L=0.5μm,
• Ancho de canal: W=3μm
• Capacidad de oxido por 

unidad de área: COX = 1 F/m2

• δ = 0 y VA = ∞

Figura 1
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Figura 2
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Pregunta: (26 puntos)

En el circuito de la figura:

a) ¿Que función cumplen los transistores Q9 y Q10? Fundamentar analíticamente.
b) Determinar la relación entre Vout y Vin. 
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